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序＞我々は短時間で高温熱処理が可能な大気圧熱プラズマジェット(TPJ)を用いて Ga極性面 GaN層に
イオン注入したMgの不純物活性化熱処理を表面保護膜無しで行い、PN接合が形成されていると考え
られる結果を報告してきた[1-3]。しかし、GaN は放射温度計の測定波長における透過率が高く、TPJ

アニール中の温度測定が不確実となる。このことから、本研究では片面研磨 GaNウエハおよび両面研
磨GaNウエハ表面にタングステン膜を形成し、TPJアニール中におけるアニール温度の検証を行った。 
 
実験＞両面および片面研磨の GaN自立基板を用い、両面研磨ウエハの片面にタングステン膜を 200 nm

スパッタリングにより形成した。その後、投入電力 1.6 kW、Ar流量 3.0 L/minの条件で生成した TPJ

の前面で GaN ウエハを走査することでアニールを行った。Fig.1 に示すように両面研磨ウエハ(a)、片
面研磨ウエハの鏡面と非鏡面側(b, c)、および両面研磨ウエハにタングステンを形成した側および逆面
(d, e)にそれぞれアニールを行った。温度測定は測定波長 1.5 ~ 2.5 μmの放射温度計を用い、測定スポッ
ト半径はφ0.6 mmであった。この時、タングステンの放射率は 0.3、GaNの放射率を 0.92とした。 
 
結果および考察＞ 

各サンプルに対し走査速度 200 mm/sでアニールした時の温度変化プロファイルを Fig. 2に示す。ど
のサンプル条件においても 0.02s近傍で一旦温度上昇のピークを示し、両面研磨ウエハへの照射ではさ
らに高温までの温度上昇が現れた。一方、片面研磨ウエハおよびタングステンを形成したサンプルに
おいては 0.02sのピークを境に温度が下がる結果となった。透過率の測定を行ったところ、両面研磨ウ
エハでは温度測定波長において 70%程度の透過率であるのに対し、片面研磨ウエハおよびタングステ
ンを形成したサンプルでは透過率がほぼ 0%であった。このことから、両面研磨ウエハにおいては TPJ

自体の発光および周辺の高温部を測定していることが示唆される。一方片面研磨ウエハおよびタング
ステンを形成したサンプルにおいては温度測定波長の透過率が非常に小さいことから温度測定におい
て TPJの影響が抑制され、GaN表面および裏面の温度が測定されていると考えられる。講演において
は表面及び裏面温度のアニール速度依存性や高温領域の結果についても議論を行う。 
 
結論＞TPJアニール中における GaN表面温度を高速に測定する手法として放射温度計と表面へのタン
グステン膜の形成や片面研磨ウエハを用いることで TPJ の影響を排除し、GaN ウエハの表面及び裏面
の温度測定を行うことが出来ると考えられる。 
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Fig. 1 Schematic diagram of annealing direction 
and sample structures. 

Fig. 2 Temperature profile of samples 
during TPJ annealing. 
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